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Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a peliculelor subţiri de semiconductoare oxidice, în particular de In2O3. 
Este cunoscut procedeul de obţinere a peliculelor de In2O3 prin metoda epitaxială [1]. În structurile epitaxiale 
suprafaţa peliculei este formată de un plan cristalografic. Dar pentru creşterea peliculelor epitaxiale sunt necesare 
condiţii speciale, de exemplu viteze mici de creştere şi prezenţa substraturilor monocristaline de o anumită orientare, 
care au parametrul reţelei cristaline apropiat de parametrul reţelei cristaline de In2O3. Ca rezultat costul peliculelor 
epitaxiale este mare, totodată nu întotdeauna există posibilitatea de a realiza în condiţiile existente regimurile de 
precipitare a peliculelor de In2O3, care asigură creşterea epitaxială a acestora. 
În afară de aceasta, cum este menţionat în [2], peliculele epitaxiale de multe ori sunt cu microrelief, condiţionat de 
prezenţa teraselor de creştere, ceea ce înrăutăţeşte planitatea mostrei, planitatea fiind necesară pentru măsurările 
calitative, în particular, cu utilizarea microscopului de scanare cu efect tunel sau a microscopului de forţă atomică. 
Sunt cunoscute, de asemenea, metode de sinteză a aşa-numitelor structuri cvasiunidimensionale [3], care de 
asemenea sunt formaţiuni monocristaline. Dar folosirea structurilor de acest fel în scopul cercetărilor este foarte 
complicată din cauza problemelor care apar în timpul separării şi manipulării lor. Structurile unidimensionale au 
dimensiuni extrem de mici, în special în secţiune. În afară de aceasta, amplasarea structurilor unidimensionale pe 
suprafaţa substanţelor, folosite pentru sinteza acestora, de regulă, este haotică, ceea ce complică reglarea 
dispozitivelor folosite pentru efectuarea cercetărilor. 
Cel mai apropiat dintre procedeele cunoscute este procedeul de obţinere a peliculelor policristaline subţiri de 
semiconductoare oxidice, care include prepararea preliminară a soluţiei de săruri de metal şi pulverizarea acestei 
soluţii pe substratul încălzit, unde pe baza reacţiei de piroliză are loc formarea oxidului metalului dat [4]. Acest 
procedeu de obţinere a peliculelor de In2O3 este simplu, nu necesită mari cheltuieli şi pentru realizarea lui nu sunt 
necesare substraturi monocristaline. Totodată mostrele pot avea suprafaţă mare. Însă, de regulă, peliculele obţinute 
sunt policristaline, iar cristalitele care formează aceste pelicule, în special, în gama nondimensională, nu au o 
faţetare clară şi suprafeţe atomice plane extinse, care ar fi potrivite pentru efectuarea cercetărilor menţionate. Aceste 
suprafeţe în mod spontan sunt orientate în spaţiu. Proprietăţile menţionate sunt tipice pentru peliculele de In2O3 
depuse prin diferite metode, inclusiv prin cele mai răspândite metode de depunere cum este depunerea chimică din 
faza de vapori şi pulverizarea de magnetroni. 
Problema pe care o soluţionează invenţia propusă este obţinerea peliculelor de In2O3 cu dimensiuni mari ale 
suprafeţei atomice plate a cristalitelor prin procedee tehnologice de precipitare a peliculelor policristaline simple şi 
accesibile care ar simplifica în mod esenţial procedura de preparare a mostrelor de In2O3 convenabile pentru 
efectuarea măsurărilor folosind dispozitive moderne performante, de exemplu microscopul de scanare cu efect tunel. 
Problema pusă se rezolvă prin aceea că procedeul de obţinere a peliculelor subţiri de semiconductoare oxidice de 
In2O3 include depunerea peliculelor prin piroliză spray la temperatura de 450…550°С din soluţii apoase de InCl3 cu 
concentraţia sării de metal din soluţie ce depăşeşte 0,2М cu recoacerea ulterioară în atmosferă neutră sau cu conţinut 
de oxigen la o temperatură nu mai mică de 1000°С. 
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea peliculelor cu textură înaltă în direcţia (100) cu grosimea de 200…3000 nm 
cu dimensiuni mari ale suprafeţei cristalografice plate a cristalitelor. 
La aplicarea procedeului propus se obţin pe substrat pelicule de In2O3 care conţin cristalite mari orientate în direcţia 
(100), partea superioară a cărora (vârful) are planitate înaltă apropiată de cea atomică, suprafaţa cristalografică, care 
delimitează această parte a cristalitului, este amplasată într-un plan care are un unghi nu prea mare cu suprafaţa 
substratului (fig. 1). Ultimul simplifică în mod esenţial reglarea aparatului pentru efectuarea cercetărilor. Totodată, 
cu cât este mai înalt gradul de texturare şi mai mare grosimea peliculei depuse, cu atât sunt mai mari dimensiunile 
suprafeţelor plane din punct de vedere cristalografic. 
După recoacerea la temperaturi mai joase de 1000°C partea superioară a cristalitelor de In2O3 are faţetare 
piramidală, care se schimbă substanţial de la un cristal la altul fără porţiuni plane clar exprimate (fig. 2). În cazul în 
care grosimile peliculelor sunt mai mici de 200 nm dimensiunile suprafeţelor plane din punct de vedere 
cristalografic nu sunt suficiente pentru utilizare în practică. În particular, în cazul în care grosimile peliculelor sunt 
mai mici de 60…80 nm cristalitele care formează pelicula sunt orientate arbitrar, iar prin recoacere chiar la 
T~1100°C nu se obţine mărirea substanţială a dimensiunilor cristalitelor, necesare pentru formarea cristalitelor cu 
faţetarea necesară (fig. 3). În cazul în care grosimile peliculelor sunt mai mari de 3000 nm, în special la folosirea 
regimurilor de temperaturi înalte de depunere, este posibilă stratificarea peliculelor depuse de la substrat. De aceea 
grosimea optimă este grosimea peliculei în limitele de la 200 până la 3000 nm. Obţinerea peliculelor de acest fel este 
posibilă prin diferite metode. În particular, pentru metoda pirolizei spray, în care se foloseşte soluţie apoasă de 
InCl3. obţinerea peliculei policristaline de In2O3 cu grad înalt al texturării în direcţia (100) este posibilă la 
temperaturile de depunere de 450…550°C şi concentraţia sării de metal în soluţia de pulverizare ce depăşeşte 0,2 M. 
Procedeul propus se realizează în modul următor. Peliculele de In2O3 se depun prin metoda pirolizei spray din soluţii 
apoase de InCl3. Volumul soluţiei de pulverizat se alege din calculul ca grosimea peliculei să depăşească 200 nm. 
Acest volum se măreşte odată cu mărirea distanţei dintre substrat şi pulverizator şi micşorarea concentraţiei sării de 
metal în soluţia de pulverizare. Concentraţia InCl2 în soluţie trebuie să fie mai mare decât 0,2 M. Temperatura 
substraturilor în timpul depunerii trebuie să fie mai înaltă de 400°C. La T mai mică de 400°C peliculele nu au 
orientare clar exprimată a creşterii preponderente şi cristalitele care formează aceste pelicule sunt orientare arbitrar. 
Mărirea temperaturii pirolizei în limitele 450…550°C şi a concentraţiei de In2O3 în soluţie în limitele de 0,2…1,0 M 
contribuie la mărirea gradului de texturare. De exemplu, la T = 475°C şi concentraţia de 1,0 M de InCl3 în soluţia 
apoasă gradul de texturare (raportul dintre suprafaţa peliculei cu orientare cristalografică (100) faţă de suprafaţa 
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totală a peliculei) când grosimea peliculei este de 200 nm atinge 90…95%. La folosirea a 0,2 M de soluţie de InCl3 
gradul de texturare al unei pelicule de acelaşi fel constituie ~80%. După recoacere la T ~ 1100°C asemenea pelicule 
cu grosimea de 200 nm au suprafeţe plate din punct de vedere cristalografic cu dimensiuni care depăşesc 100x100 
nm. Pentru comparaţie în pelicula iniţială până la recoacere dimensiunile medii ale cristalelor evaluate prin metodele 
microscopiei electronice de scanare constituiau ~ 20 nm. 
 


